/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

BUX15

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE

0 Y ( )
High speed, high voltage, high power transistor
Transistor de puissance rapide, haute tension
VCEO 500 V
Switching and amplifier transistor Ic 8A
Transistor d‘amplification et de commutation Prot 150 W
VCEsat (4 A) <1V
ts(4A) <14us
Dissipation and Ig/g derating N\ J
Variation de dissipation et de 15 /g
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ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vceo 500 v
Collector-emitter voltage
Tension coll -€metteur Vceo 500 v
Collector-emitter voltage —
Tension collecteur€émetteur Rpg =100 Q2 VcER 500 v
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur VBe=-15V Veex 500 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeBo ’ v
Collector current Ic 8 A
Courant collecteur tp =10ms Icm 10
Base current | A
| __Courant base. 8
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 150 w
Storage and junction temperature max 4 200 oc
Tempé de jonction et de k T, — 65 +200
\ stg
e ™
J ioncase thermal . o
L i hermique j ion boitier max Rtn(j<) 117 C/W)

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 78850-01 Telex : 610560

Janvier 1980 1/8

7)) THOMSON-CSF 559
COMPOSANTS



*BUX 15

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case | (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg = 400V ‘Iceo 15 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur. lg =0 4 :
Veg = 500 V
CE
VBE =—15V 15 mA
Collector-emitter cut-off current lcEX
Courant résiduel collecteur-émetteur VC E= 500 V
Vgg =-15V 6 ' mA
tease = 125°C
Emitter-base cut-off current - Veg=5V lEBd 1 :
Courant résiduel émetteur-base lc =0 mA
lc = 200 mA .
Collector-emitter breakdown voltage lg =0 VCEO(sus)- 500 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L =25mH - )
(fig. 1)
i y | =50mA .
Emitter-base breakdown voltage E \ . o
Tension de claquage émetteur-base ] c = (BRIEBO 7 v
Vo =4V
| CE =2A 15 60
. . . C i
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
-direct du courant 'VCE =4V
Ic =4A 8
lc =2A
lg =04A ‘ 02 06 v
Collector-emitter saturation voltage VCEsat *
Tension de " ic e
lc =44 045 1 v
lg =08A ’
. . | =4A o R
Base-emitter saturation voltage [ V) .
Tension de saturation base-émetteur’ IB =08A BEsat 135 15 v
Veap =140V
B, 0,15 A
Second breakdown collector current ‘Is /8
Courant collecteur de second claquage’
VCE =30V .
5 A
t T 1s

* Pylsed
Impulsions

2/8
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*BUX 15

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
" . Veg =15V
ransition frequency _ f 1
Fréquence de transition lc =1A T 8 MHz
f = 10 MHz
"Turn-on time ] Ic =4A ty+t 55 1
Temps total d'établissement (fig. 2) lg =08A d”r 055 1.6 us
N Ic =4A
f’:llr:pt;:edécmiwa (fig. 2) IBl =08A ki 07 14 s
lgp =-08A
4 lc =4A
e s e Sem e (fig.2) | lgg =08A % 35 5 s
lgy =—-08A
3/8
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*BUX 15

SAFE OPERATING AREA

AIRE DE SECURITE
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*BUX 15

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST ~CEOlsus) (fig. 1)

-

horizontal
horizontal
4
50 Hz Ic (mA)
test transistor
transistor en_test
L=25mH
vertical
vertical ©
+
10 :l
1w _ 0->50V
cormon
Rg=100Q ?*10_\/ commun
Note :
The sustaining voltage VCEQ is acceptable when the trace falls to the right and above point A",
Les i VeEeo sont 2P lorsque la trace passe au-dela du point A.
SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2)

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION fet oscillogrammes)

t
+ P R 5600 uF
€ o | |
3 131 B2
oF - T
%3 [
@ma
- B A
VCC = 150V
Re = 3759
. 90 % Rg = 68Q
-
L
33 ‘ 0%
8w —— t Rg - RB : non inductive resistances
§ § 9 _1 Yt =r ' tp : Pulse width = 10 us
33 ‘lonel—1ia — et Forme factor< 1%
] on > <" off
83 " . Rise and fall time < 100 ns
Ig1 and ig2 mesured with Tektronix probe Rc-Rg : résistances non inductives
P 6021 and Amplifier type 134 % : Largeur d‘impulsion = 10 ps
Ig1 et /go sont mesurés avec une sonde Tektronix Facteur de forme <1%
P 6021 et Amplificateur tvne 134 Temps de montée et descente < 100 ns*
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*BUX 15

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT'VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAG EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en Iancnon de /a tension Courant collecteur en fonction de Ia tension
Ic ‘collecteur-émetteur C collecteur-émetteur
(A) i (mA)
4mA
8 160
L—+—T—
1 1 [ —
T — -1 1
A e -
—T 1 3mA
L A fT 3
’/ B | —
-1 B
a2 R 80
i
l/ al ‘I/l/
L/// —=02 2I mA
2 40 |
Ig= 1. mA'
0 0 I l i c
0 1 2 3 4 VetV 0 40 60 80 100 VceV)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

h.
21E Veg =4V
80
60
o/
U et
w0 A // A
LX owo
1V°_A
7/
20/ N
A ]
0
2 4 68 2 4 68 2 4
102 107! 10° e A
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I ) B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
IB émetteur i
(mAR Vg =4V -~
6
4 //
2 :30 /
Ky

=)
X
s
~.\ e~ %QQ
t
>

a
I~

0 0,4 0,8 1,2 1.6 VgeV)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Z‘lmiqnde en
VCE sa du 2L
v [T
e
|15
1.6
1,2

0,8
|
o4 /1]

. t = 125°
) case = 125°C /:—/“?I'? ]
2 8 2 468 .2
102 10 10° el

\

v) M

*BUX 15

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'C base-émetteur ]
(A) = 1
s "‘VCE 4V [I "|°°
4 //\¢
<
74
2 / it
3
" f#
s 1
. AN
N /1]
. /
-1
0]
6 I
4
2
102

0 04 08 1,2 16 vgvi

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
BE satfonction du courant collecteur . -

le_

17 ,

1.6

1.2 //

A
44
0,8 _ o ¢ L //
L case %
P
/
0,4 ot
L1 tox®
0
10_2 2 4 6?0_1 2 4 58100 2 4 lc(A)
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*BUX 15

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de Ia de en f du
c, tension collecteur-base _ fT . courant collecteur o
T
(pF) tease = 25°C (MHz) Veg=15V
tease = 25°C
6
15
a
\\

, \\\\ / N

2A
4 5
2
1o’ { 0 2 4 6 8 2
2 4 68 2 4 6Vag(Vh
10° 10! _ ce 10" 10° ¢
. TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
f:vdg::rwG TIMES VERSUS COLLECTOR FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
i i Facteur de réd de la en
Temps de commutation en fonction du q
t courant collecteur K régime d’impulsians
(us) I S P
Tcase = 250C |75~ S
6 —_
‘s\\ Voo =150 V)
a -y
_—
\\
2 ~
10° [—ton
8 |—1
\ —1_+—
6 -
: |1 //
4
tf
2
107 " 5 2 5
‘0 1 2 3 4 1glA) 105 104 103 102 10 pls)
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/> THOMSON-CSF

BUX 49

DIVISION SEMICONDUCTEURS
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE
~
~ N\ )
Fast hing, low ge, high pulse current capa-
bilities. Primarily intended as driver for switching applications VCEOsus Vv
or as medium power output stages. Icm 7A
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de courant P, 0w
élevé en impulsions. Particuliérement prévu comme driver pour tot
les appli en jon ou étages de sortie Rth(j<) <175°C/W
moyenne puissance. VCEsat (3.5 A) <08V
t(35A) <0,3us
Dissip and Is/g d 9 k J
Variation de dissipation et de IS/B
100 % W
: \ 2:’_:,01039((;371
itier
[N N N
&
L\
50 2\
. o,\
!
25 + N
! E
!
0 1 c B
50 100 150 Tcase(OC)
\__ - J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voitage
Tension collecteur-base Veso 150 v
Collector-emitter voltage v 90 v
Tension collecteur€émetteur CEO
Collector-emitter voltage -
Tension A Rgg =100 VCER 130 v
Collector-emitter voltage —
Tension collecteurémetteur VBe=-15V Veex 150 v
s_mi('ter—base voltage VEBO 7 v
ension émetteur-base
Coliector current Ic 35 A
Courant collecteur tp =10ms Icm 7
Base current I8 0,7 A
Courant base
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 10 w
Storage and junction temperature max tj 200 oc
Temp de j etde Tstg — 65 +200
N
—
Juncti ase thermal r
Ré hermiq boitier max Rth(j<) 175 oc/w
\—

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tel : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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STATIC CHARACTERISTICS

Tease = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure min | typ {max
Collector-emitter cut-off current g =0
! 0,5 A
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce = 70V CEO m
VBE = - 1,5V
_ ICEX 01 mA
Collector-emitter cut-off current Vce = 125V
Courant résiduel coll r-émetteur VBE = — 15V
VCE = 125V ICEX 05| mA
Tcase = 125 °C
Emitter-base cut-off current Ic =0
0, A
Courant résiduel émetteur-base VEB = 5V B0 5| m
Collector-emitter breakdown voltage L - 0 % v
Tension de claquage collecteur-émetteur L = 25mH VCEOsus
Figure 1 Ilc = 200 mA
Emitter-base breakdown voltage Ic =0
Tension de claquage émetteur-base e = 5mA V(BRIEBO 7 v
VCE = 4V .
Static forward current transfert ratio Ic =175A h21E 20 60
Valeur statique du rapport de transfert v —av
direct du courant CE ~ *
Ic = 35A h21E 10
Ic =175A .
Collector-emitter saturation voltage Ig = 0175A VCEsat 02105 Vv
Tension de saturation collecteur-émetteur
lc =35A VCEsat* 03|08 Vv
CEsat , X
I8 = 035A s
Base-emitter saturation voltage Ilc =235A VBEsat* 11013 v
Tension de saturation base-émetteur I8 =035A
Second breakdown collector-current VCE = 40V Is/8 0,25 A
Courant colle de d claq t = 1s

* Pulsed

= § <1
Impulsions tp = 300 us %

2/8
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BUX 49

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

Tea = 250C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case
Test conditions
Conditions de mesure min |typ |max
Transition frequency Vcg = 10V
Fréquence de transition Ic =05A T 8 MHz
f = 10 MHz
Turn-on time Ic = 35A + t 0,45|0,8
i ) , Hs
Temps total d’établissement Figure 2 I = 035A ' r
. Ic = 35A
Fall time .
Figure 2 = 1
Temps de décroissance 9 g1 035 A t 0,15|03 | wus
Igg = —035A
. . Ic = 35A
Carrier storage time . _
Retard 4 la décroissance Figure 2 g1 = 035A ts 05 |15/ ps
Igg = —035A
3/8



BUX 49

FIGURE 1 - VCEQsus test circuit ( and oscillogram )
Circuit de resure de VCEQsys et oscillogramme

horizontal
scope

50 Hz
L=25mH

vertical
scope

T y *> VCEOsus

The sustaining voltage VCEQsus is

+ acceptable when the trace falls to
050V the right and above point A.

La tension VCEQsys est acceptable

lorsque la trace passe au dels du

0—-10 VL' 1w

common point A.

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms )
Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes

scope Vee = 30V

B tp Rp =20 2
Rc. =850
181
-t 10 000 uF
182
Ig1 and lg2 are measured with
TEKTRONIX probe P 6021 and
Ic amplifier type 134.

1g1 et 1g2 sont mesurés avec une

90 % — - — ! [ \ sonde TEKTRONIX P 6021 et

amplificateur type 134.

o4 — | o ]
10% ' v, t Rc, Rp : non inductive resistors
td tr ts tf tp : pulse width = 10 us
duty cycle<1%
1, toff .
on ; rise and fall times < 50 ns

Rc, Rp - résistances non inductives
tp : largeur d’impulsion = 10 us
facteur de forme <1 %
temps de montée et de descente < 50 ns

4/8
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* SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BUX 49

Ic IR
(A) ot
7 ~ T 3 < <
© N ~ \o'l
N
s A N N 2
4 \‘ ~ \\ N
N[ N 4
3 N N Nt
\\ N N
S N N
2 ~ <
\ 3 \“r L
N ) N
0 N v DD
10 - 2
s AV
N N
6
5 A N
N
4 N
\\ N
3 \ \\
2 NN
N
NN
\\ \
\
101 N
8
7
6
[
4 -
3
2
102
8
7
6
5
4
af Tease 250C
DC operation
2~ Régime continu
|- __ __ ___ Pulsed operation
Régime impulsionnel
103 [ L1t
2 3 4 5678 2 3 4 5678 3 4 567
100 10’ 102 VCE (V)
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BUX 49

FIGURE?

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Ic = T I
(A) 300 ™ 250 mA
1 I
8 200 mA
—T [
T 1
150 mA
6)
| ]
100 mA
AL A
W
18=50 mA
Tc?m25°c
1 2 3 VcE (V)
FIGURE 5

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur

VCE

Tease 25 °C
(v)

150

N

140

130

120

\
110 +
o0 \

N

90

70 |

25 25 25 2 5Rze(Q)
3

h21€ VCg 4V
50
.
o© A b
o hd
40 & \
.p'c l\
P/
30
oG b
r/ ! 1‘-‘,//-5\ \
aEs \\ \
20 N
10
1]

FIGURE 4

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Ic T
(A) 16 mA
14 mA
04 T 1
12mA
0,3 10 mA——
8mA | |
0.2 !
6mA
=
4 mA
0,1 T
18=2mA
I
Tease 25 °C
0 10 20 30 VCE (V)

FIGURE 6

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

2 468 2 468 2 4 68
102 10! 100 Ic(A)



BUX 49
FIGURE 7 FIGURE 8
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Courant base en fonction de la tension base- Tension base-émetteur en fonction du
émetteur courant collecteur
g T = Vi
Vcg =4V BE| vae=4v
(mA) = W 1 /
5
1.3 /1
3 o 4
//
2 7 -
) - 1,1
10 A
° 7 7/
s £ 09 A
: » 4
13 25°C |4
2 e e 07 Tttt
;" /"‘? — - oC &
1 p—t- &f &‘1,5
RIS F 05 o A
5 - ’ -]
1 -
b 1
3 1] 03
N s
2 ’ I
100 L 01 2 468 2 468 2 468
04 06 08 1 VBE (V) 102 10! 100 Ic (A)
FIGURE 9 ' FIGURE 10
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de f en Tension de saturation base-émetteur en
fe ion du courant colle f ion du e .
)"/ \%
C(s,s)at_.£= 0 BEsat >:£=1°
Ig 1 V) B8 v
T 1.4
'
)
1
g:: HH 1,2 ]
08 S
5 1 7t
L
06 77fe /]
His- w2
S 0,8
04 L S8 “f.'/';oo 14
/ ] A
L4 2
02 A 06— Py
g 1A ’/ ]
= e
0 0,4
2 468 2 468 2 468 2 468 2 4 68 2 4 68
102 10°1 100 Ic (A) 102 101 100 Ic(A)
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BUX 49

FIGURE 11

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

C22b Tease 25 °C
(pF) 1 MHz
2
1.5
104, -
8
7
6
5
4
3
2
1.5
10!
1.5 2 3 4 5
101 vee (V)
FIGURE 13
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT

Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

t —
(us) } Tease 25 °C
6 Vee =30 V4
. g1 =—1g2
Is
2
~s
10
8 -
s -
4 N - -
N 1on //
2 -
\\ & Sl
10!
0 1 2 3 4 Ic (A)
8/8
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FIGURE 12

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fré de transiti

en f ion du
courant collecteur
T
(MHz) Tease 25 °C
Vge=10V
10 10 MHZ
—~
0 yd \\
/ \

5 2 4 6 8 2 4 6 8
102 10 ic(A)
FIGURE 14

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CQNDITIONS'

Facteur de ion de la ique en
régime d’impulsions
K =1
ARIABIE"
65 = ),
RN i
5= 0.3 I '
: /l
A
1 Lo /
10 |
8 ._¢._] o
20! /
61—
ull // 5= tp/T
4 V< Zth =K Rip |
&
/ D - T
Z
2 A - 1
7 JLIL
s tpe

10-2




/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS BU X 50
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE
~
Fast switching, low Itage, high pulse current W
capabilities. Primarily intended as driver for switching appli- VCEOsus 125V
or as medium power output stages. Icm 7A
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de courant P 0w
élevé en impulsions. Particuliérement prévu comme driver pour tot
les applications en tation ou étages de sortie Rthlj<) <1750°C/W
moyenne puissance. VCEsat (3A) <08V
t(3A) <03upus
Dissipation and Ig/p derating \_ J
Variation de dissipation et de 15/8
100 % ( W
: ‘;:’,:er TO39(CB7)
4l
MEDNNY
| \ 5 S,
| & ‘b
50 ] A\
| ‘o,
! ay
| N, P
25 1 £ § i
| '”
0 1 ¢ B
50 100 150 Tcasel©C)
. \— J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
Collector-base voltage
Tension -base Vceo 200 v
Collector-emitter voltage
Tension $metteur Veeo 125 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur<émetteur Rgg =100 2 VCER 180 v
Collector-emitter voltage _
Tension coll VBg=-15V VCcEx 200 \
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso ’ M
Collector current Ic 35 A
Courant collecteur tp =10ms Icm 7
Base current
Courant base 's 0.7 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Ptot 10 w
Storage and junction temperature max tj 200 oc
Temp de j et de stock Tstg — 65 +200
\—
—
J <ase thermal
ique ji ion boitier max Rth(j-c) 175 oc/W
k -

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560

7\ THOMSON
COMPOSANTS
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BUX 50

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase = 2590C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure min | typ | max
Collector-emitter cut-off current B =0
Courant résiduel collecteur-émetteur Vcg = 100V IcEo 0.5 mA
VBe = 1‘"5" ICEX 01| mA
Collector-emitter cut-off current Vce =160V
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE =-15V
VCce =160V ICEX 05] mA
Tecase = 125°C
Emitter-base cut-off current Ic =0 ) 05 A
Courant résiduel émetteur-base VEB =5V EBO ‘ m
Collector-emitter breakdown voltage '8 j 0
Tension de claquage coll -émetteur :‘ = ggomHA VCEOsus 126 \%
Figure 1 c = m
Emitter-base breakdown voltage Ic =0
7
Tension de claquage émetteur-base Ig = 5mA V(BR)EBO v
. V, =4V
Static forward current transfert ratio | CCE = 15A 20 60
Valeur statique du rapport de transfert VCE =4V h21g* 0
direct du courant Ic =3A
lc 15A 02|05
Collector-emitter saturation voltage B 0,15A VCEsat* ’ ' v
Tension de saturation collecteur-émetteur Ic  =3A 0308
I =03A
Base-emitter saturation voltage Ic =3A v . 1 113 v
Tension de saturation base-émetteur Ig =03A BEsat ’
Second breakdown collector-current VCE = 40V Is/B 025 A
Courant coll de d claquag t =1s ’ !
Pulsed = 300us 6 < 1%
Impulsions
2/8
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UX 50

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {pour petits signaux) Tcase = 250C
Test conditions
Conditions de mesure min | typ |max
Transition frequency :/CCE f ;05\//_\ fr 8 MH
L =0, z
Fréquence de transition ¢ - 10 MHz
Turn-on time . Ic = 3A
F 2 + 0,45]0,8 3
Temps total d'établissement = O ¢ I8 = 03A Wt K
. Iic = 3A
Fall time .
Figure 2 -
Temps de décroissance 9 181 03A t 015|103 | us
g2 = —-03A
. . Ic =3A
Carrier storage time . — t, 06 | 2 s
Retard & la décroissance Figure 2 '81 03 A s ! .
g2 = —03A
3/8
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BUX 50

FIGURE 1 - VCEQsus test circuit ( and oscillogram )

Circuit de mesure de VCEQsys et oscillogramme

- horizontal
Rb scope
100 Q@
50 Hz
@ L=25mH
vertical /
scope T —* VCEOsus
The sustaining voltage VCEQsys is
+ acceptable when the trace falls to
B : x [] » 050V the right and above point A.

_ L
0—-10V La tension VCEQsys est acceptable

- lorsque la trace passe au deld du
[. B common point A.

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms )
Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes

scope Vee ~ 30 v

I3} tp Rpb =22 Q
Rc =10 Q
181
10 000 uF
1
B2
Ig1 and Ig2 are measured with
TEKTRONIX probe P 6021 and
Ic amplifier type 134.

/g1 et 1g2 sont mesurés avec une

g%l — 4 [ ____ —\ sonde TEKTRONIX P 6021 et

amplificateur type 134.
10 % 4— — — 1T —— - — — .
0% + 1 t Re¢, Rp : non inductive resistors
td tr ts i tp : pulse width = 10 us
duty cycle<1%
t Loff
on rise and fall times < 50 ns

Rec. Rp : résistances non inductives
: largeur d’impulsion = 10 us
facteur de forme <1 %
temps de montée et de descente < 50 ns

o

4/8
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SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BUX 50

v ]
(A) < !?‘ :"o
6 “ ~ %
N AR LY < M
s ‘A N \\ ,;_i— )
4 ‘ N \ 0’:
3 N A3 3 \‘ :
N I\
AN <)
N AN Y& ‘:
2 £ > \
A S \\?, \x f
AN N N '
N \\ 3 N ]
100 o AY ~ <~
8 AN 2%, Y| <
N v
; < [
. . AN
N N
4 N
N X
3
N |+ '
N T '
\
2 N TV T
NI LY 1
\ \ ]
N [N
10! N
8 3
7 t
6 T
5 N +
4
3
2
102
8
7
6
[
a4
3| Tease 250C
2 DC operation
Régime continu
S, Pulsed operation
3 Régime impulsionnel
10 L AR
2 3 4 5678 2 3 4 5678 2 3 4 567
109 10! 102 VCE (V)

5/8
861




BUX 50

FIGURE 3

COLLECTOR CURRENT VERBUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Ic T T
(A) TS el
/ Pad womA |
4 , 7
L1
Imo mA
3 //’-
2 S50mA_| |
A1
1 ﬁ - 18=25mA___|
Tcase 25 °C
0 1 2 3 VGE (V)

FIGURE 5

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension -émetteur en' fc ion de Ia
résistance base-émetteur
VcE Tease 25 °C
(v)
A
180 \
160 \
140 J
N
N
120 il

2 5 25 25 2 5Rge(q)
103

6/8
862

FIGURE 4

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Ic

Tcase 25 °C
(A) i
10 mA
0.4
8 mA
0,3
6 mA
02 i |
4mA |
0,1 \
Iig=2mA
0 10 20 30 VCE (V)

FIGURE 6

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

h21g Ve 4V
80
o e e
60 — O
N N
L | ST \
<5 N
%0 . _
L~ \
o0 T N
Wiy N2
201«
A
/
0
2 468 2 468 2 468
101 100 101 ic(A)



N WA ®

N Wb

100

FIGURE 7

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
émetteur

Vcg4éV
,.‘
/i
V4
Y
P&
77
M X
/ T
7
T
/
04 06 0,8 1 1,2 VBE (V)
FIGURE 9

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de -émetteur en
f du courant
Vi
CEsatfic _ o I
(V) s
16 :
1.4 ;
1,2
1
0.8 f
06 21/
/o0
0.4 o~ T
/}"/f“"“
0,2 Tease 125°C L7 &
o ]
2 468 2 468 2 468
Ic (A)

VBE
v)

13—

BUX 50

FIGURE 8

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Tension base-émetteur en fonction du
courant collecteur

Vge4V

11

09

Tease

FIGURE 10

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du m

VBEsat
v)
14
1,2 H
]
' y
0,8 /
// %
LT 4
r_—/ 2
0,6 ’//
-1
0,4kt
2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 101 100 ic(A)
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BUX 50

FIGURE 11

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension colfecteur-base

C22b Tease 25 °C
(pF) 1 MHz
2
1.5
\\
102
9 P —
7 ~
6 S
5
4
3
2
1,5
10! 1,5 4 s
101 veg (V)
FIGURE 13
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du
courant collecteur
t
Tease 25 °C
S|
(ut L Vee =30V
IB1=—1g2
4 I
€= 10
I}
2
\\\ tg
S~
102 1
6
4 tor P
-
’ |
\V\ tf Y 1
101 1
0 1 2 3 4 1c(A)
8/8

864

(MHz)

FIGURE 12

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fré de ition en f ion du

F
courant collecteur

" / N

6 f
/

4 /

2 Tease 25 °C
Vce=10V
f10 MHZ

0 1 L1

2 4 6 8 2 4 6 8

102 10! Ic (A)

FIGURE 14

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS_

Facteur de réduction de la rési: ique en
régime d’impulsions
K .
R ‘
6—5=05 4
Al L] A
5=03 | '




/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

BUX 51

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

Fast switching, low saturation voltage, high pulse
current capabilities. Primarily‘lntended as driver for

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

switching applications or as medium power output
stages. VCEO sus 200 vV
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de
L . L . Icm 5A
courant élevé en impulsions. Particuliérement prévu
comme driver pour les applications en commutation Ptot 1now
ou comme étages de sortie moyenne puissance.
N Rth(j-c) < 17.50C/W
Dissipation and Ig,/B derating
Variation de dissipation et de Is, g VCEsat (2 A) <1V
1
0% \ tf (2A) < 05us
75 LN
: ‘\\ Is/B Case T See outline drawing CB7 on last pages
| N Boitier Voir dessin coté derniéres pages
50 —+
b \ - B Weight: | _
B N30 % Y4 e€°)c  Masse :
' P 7
. ! «':' 7
o a Collector is connected to case
¢
50 100 150 Tease (°C) Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 250C (Unless otherwise stated)
case =

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION

(Sauf indications contraires)

Collector-base voltage

V 300 v

Tension collecteur-base ceo
Collector-emitter voltage VCEO 200 v
Tension collecteur-émetteur
Collector-enitter voltage

= v
Tension collecteur-émetteur ~ BE ~ 10082 VCER 260
Collector-emitter voltage _ v 300 v
Tension collecteur-émetteur VBE = ~1.5V CEX
Emitter-base voltage VERO 7 Vv
Tension émetteur-base
Collector current Ic 35 A
Courant collecteur
Peak collector current

= A
Courant créte collecteur tp = 10ms lcm 5
Base current I8 07 A
Courant base
Power dissipation _ ° w
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 10
Junction temperature i 200 oc
Température de jonction max T
Storage temperature min T — 65 oC
Température de stockage max stg + 200
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.S 1976-111/8
F-02403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF 865
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560 COMPOSANTS




BUX 51

STATIC CHARACTERISTICS T - 250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure min |typ |max
Collector-emitter cut-off current B =0
0 A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCg = 160 V 'ceo S m
VBE = - 15V
VCE = 250 V ICEX 01| mA
Collector-irr‘lltte'r cu't:off cur’rem v - _1sv
Co L -émetteur BE
Vee = 250 V ICEX 05| mA
Tcase = 125 °C
Emitter-base cut-off current Ic 0 IEBO 05| maA
Courant résiduel émetteur-base VEB = 5V ’
Collector-emitter breakdown voltage 's : 0 VCE 200 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L =25 mH CEOsus
Figure 1 Ic = 200 mA
Emitter-base breakdown voltage Ic =0
\ 7 \"
Tension de claquage émetteur-base Ig = 5 mA (BR)EBO
VCE = 4V h2{g* 20 60
Static forward current transfert ratio Ic =1A
Valeur statique du rapport de transfert =
direct dt t vee Z av h21€* 10
irect du couran Ic =2A
lc Z1A VCEsat® 015 05| v
Collector-emitter saturation voltage ;] 01A
Tension de saturation collecteur-émetteur Ic 2A
- \ * 03} 1 Y
s =02A CEsat
Base-emitter saturation voltage Ic =2A v, . 9
91 1, Y
Tension de saturation base-émetteur B =02A BEsat 0 3
Second breakdown collector-current VCE =40V
0,2 A
C e de d claquag t =1s s/ 5
*
Pulsed 4 = 3004 5 < 1%
Impulsions
2/8
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BUX 51

DYNAMIC CHARACTERISTICS Tcase = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Test conditions
Conditions de mesure min | typ | max
Transition frequency :Z:CE = 18 5V A ¢ 8 MH
P = U, T z
Fréquence de transition f - 10 MHz
Turn-on time . Ic =2A
F 2 g +t 0,45|08 | wus
Temps total d'établissement ‘gure ig =02A d r
: ic =2A
Fall time ] Figure 2 181 = 02A tf 0205 us
Temps de décroissance g2 = -02A
. . Ic =2A
Carrier storage time .
F -
Retard 4 la décroissance iqure 2 1B =02A ts 12125]| us
Igg = —-02A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction case thermal resistance Rth(j-c) 17,5 °C/W
Résistance thermique jonction boitier
Junction ambient thermal resistance Rthi(j-a) 175| oc/w
Résistance thermique jonction ambiante

3/8
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BUX 51

FIGURE 1 - VCEQsus test circuit ( and oscillogram )
Circuit de mesure de VCEQsys et oscillogramme

-

horizontal
Rb scope
100
50 Hz
L=25mH
vertical A
scope ; —*> VCEOsus
The sustaining voltage VCEOsus is
+ acceptable when the trace falls to
10 3 0-+50V the right and above point A.
o—10vL i
—-10 V- W La tension VCEQsys est acceptable

- lorsque la trace passe au del3d du
I common point A.

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms )
Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes

Vee = 150V
Rp = 30 Q2
1 tp b
B Re = 75Q
181
t
82,
Ig1 and 1g2 are measured with
TEKTRONIX probe P 6021 and
Ic amplifier type 134.

/g1 et 1g2 sont mesurés avec une
sonde TEKTRONIX P 6021 et
amplificateur type 134.

. t Re. Rp : non inductive resistors
td [ tr ts J tf tp : pulse width 10 us
| e D e 1%
duty cycle <= 19
ton | Loff
on e~ - rise and fall times =~ 50 ns

Re. Ry : resistances non inductives
*largeur dimpulsion 10 us

facteur de forme ~. 1 .

temps de maoritée et de descente <. 50 ns

17}

4/8
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SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BUX 51

Ic
(A,
6
6‘4"
5 N 3 LY ~7
a N LN AN 10;
N N N N 5 >
a N LN \\ N NO,
N \ N 3
\‘ (N ° A
\\’% ‘\
A Y
N \\ '\ \\
100 - ry -
L
8 o ~
7 N Ol NS
6 N o < <
. AN N
N
a Ny AN
N
. N \
N ~
\
\ N
. N
\
\\ N
NI h
N [}
10! A VA &
8 N~
7 \
6 \
5
N\ v
a \ Y
3 N 3
2
102
8
7
6
5
a
31 Tcase 25°C
DC operation
2f . . .
Régime continu
t __ ____ _ Pulsed operation
Régime impulsionnel
10° i [
2 :;4557:;1 2 3456782 2 3 4 567
100 10 10 VCE (V)
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BUX 61

FIGURE 3

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Ic I “(l\
(A B aomh |
4 // ] 300 M8 L
A T
)y A
L~ Liodus
5 ] — T
e |
/ 100 mA——
) ”——
4
1
I 18 =15 mA
U N
1 2 3 Vce (V)
FIGURE 5

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur

VCe TN Tease 25 °C
(V) i L]
\ 1

280 h :

| |

- . ; ]
260f-1 | R
‘ i !
. l

240+ —+1 -

20+ - 1+
1

200 I i L 1 L
B b Rgg (4

FIGURE 4

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
Ic T
(A) 16 mA
[T
14 mA
04 !
2mA
03 10 mA
|
I T
8mA
0.2 i ;r"
i 6mA
[ ]
4mA !
o T
18=2mA___|
0 10 20 30
VCE (V)
FIGURE 6

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

h21€ P l Vcg 4V
50 ’A | '/,‘ |
o"(
Lo
or M

20/
10 /
0 '
A J 68 A d 60N 2 3468
102 10! 100 icAl
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(A)

101
8

NW AL

102

N Wb @

N Wb

FIGURE 7

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
émetteur

08 1 1,2 Vgg (V)

FIGURE 9

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

du courant
VCEsat [ic _ |
V) J—B- =10 I
1
16 }
L]
1.4 o
o T ¢
1,2 ££ o
28
4 3
24
! Uil
08 U
06 :Il
AL
0.4 7'V
A/
0,2, e ¢ =TT
0
2 468 2 468 2 468
102 107 100 Ic(A

BUX 51

FIGURE 8

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Tension base-émetteur en fonction du
courant collecteur

VBE v, -
ce4V
v) |‘
1,2 /
1 //'l
. '/
0. oc AT -
1@5826/ ’/
——’ oc |4
0,6 t 25
1@5“ il
- ‘/‘
0,4
0,2
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 10! 100 IiclA)

FIGURE 10

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

du courant colle
VBEsat [1c
| = =10
v) I
14
1,2 ]
1 /
4
it
0,8 °C -
a 016
‘(cﬁ”/!/ /
// \'1505/
0,6 3
1R”
-
04" i L
2 68 2 4 2 4 68
102 10! 100 o (a)
7/8
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BUX 51

FIGURE 11

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

C22p Tease 25 °C
(pF) f1 MHz
2
1.5
102
H ——
6 ——
T~y
5
a4
\N
3
2
1.5
101 1,5 2 3 4
10 ves (V)
FIGURE 13
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT

Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

(us) Vec =150 Vv
6 181 =—1g2
Ic _
a 4 G =10
S Tease 25 °C
2 _,_§\ ]
\‘Sr\
10 i o~ <
8 e 4y
TTT f
afst ] I
N ton .-l
2 ,,.‘\ — tf -1 ﬂ
10" _
0 1 2 3 4 1c(A)
8/8
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FIGURE 12

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fré de ition en f ion du

courant collecteur

fr 35
(MHz) Tease 25 °C
" N Vcg 10V
10 // f 10 MHZ
\
. // \\
8
1/
AN
5
2 4 6 8 2 4 6 8
10! 102 I (A)
FIGURE 14

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia rési: h ique en
régime d’impulsions

NS
6F 5=05 11
L /|
AT
|
2} | ] // - S S .
Jb’ 0‘\
A
LTI
8 o -
o b2 11T
LR §
4 /€ Zth = K Rep |
v,Q& - T -
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7Y THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS BUX 549
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE

(" N\ )

Fast switching, low i Itage, high voltage. Primarily

intended as driver for switchi g applications or as medi VCEOsus 400 v

power output stages. Icm 25A

Rapidité, faible tension de saturation, haute tension. Parti- Prot 0w

culiérement prévu comme driver pour les applications en com-

mutation ou comme étages de sortie moyenne puissance. Rth(j<) <17,590C/W
VCEsat (1,2A) <13V
t(1,2A) <1,2us

\—

Dissipation and Ig/g derating .
Variation de dissipation et de 15/

100 % r :
\ Case  1038(cCB7)
\ Boitier

I

75 !
T
NG
|

50 t 42\
| °z\
|

25 +
|
|
1

0

c B
50 100 150 TcaseloC) J J
\ g

(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage
Tension col) -base Veso 4%0 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 400 v
Collector-emitter voltage _
Tension émetteur Rge =100 VcER 420 M
Collector-emitter voltage —
Tension collecteurémetteur Vee =-15V Veex 450 M
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso ’ v
Collector current ic 2 A
Courant collecteur tp =10ms Icm 25
Base current
Courant base 's 04 A
Power dissipation o
| __Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 10 w
Storage and junction temperature max Y 200 o¢
S Te de jonction et de Tseg — 65 +200
—
J <ase thermal r
Rési hermique jonction boitier max Rthijc) 175 oc/w
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 .
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE Janvier 1980 1/8
Tél :(1) 788-50-01  Telex : 610560 7\ -CSF 873

o) THOMSON
COMPOSANTS



BUX 54

STATIC CHARACTERISTICS

= o (Unless otherwise stated)
Tcase = 250°C s )
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure min| typ | max
Collector-emitter cut-off current I8 =0
C résiduel colle émetteur VCE = 320V ICEO 05| mA
VBE =-15V
. 1 0,1 mA
VCE = 450 V CEX
Collector-emitter cut-off current
P résiduel coll imetteur VBE - - 15V
VCE = 450V Icex 05| mA
Tease = 125 °C r
Emitter-base cut-off current Ic =0 IEBO 05| mA
Courant résiduel émetteur-base VEg = 5V
. I =0
Collector-emitter breakdown voltage
= \"/ 400 v
Tension de claquage collecteur-émetteur L _ ggomH A CEOsus
Figure 1 Ilc = m
Erﬁitter-base breakdown voltage Ic =0
\Y 7 v
Tension de claquage émetteur-base Ig = 5 mA (BRIEBO
VeE A hoter |20 &0
Static forward current transfert ratio Ic =0
Valeur statique du rapport de transfert _
direct du courant Vce - 4v h21g* 10
Ic = 1.2A
Ic = 06A -
Collector-emitter breakdown voltage Iic = 0,06 A VCEsat 025)05( VvV
Tension de claquage collecteur-émetteur
Ic = L2A V . 065{13| Vv
g = 015A CEsat ’
Base-emitter saturation voltage Ic = 12A VBEsat* Lipist v
Tension de saturation base-émetteur ls = 015A
Second breakdown collector-current VCeE = 40V Is/B 0,25, A
Courant coll de d claquag t =1s
* Pulsed

Impulsions tp =300ps &<1%

2/8
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BUX 54

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) o
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) Tease = 25°C

Test conditions

Conditions de mesure min | typ |max
Transition frequency :::CE i ;05\/: ‘ 8 MH
Fi itie = U, T z

réquence de transition ¢ — 10 MHz
Turn-on time e Ic. = 1,2A
F + t 04 1
Temps total d’établissement igure 2 Ig = 0,15A ' r b
. Ic = 12A
Fall time . ’
Figure 2 =

Temps de décroissance 9 'B1 0,15A i 05 12| us

g2 = —0,15A B
Carrier storage time lc =12A

i = 1 2 |35

Retard a la décroissance Figure 2 '81 015 A s bs

g2 = —0,15A

3/8
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BUX 54

FIGURE 1 - VCEQsus test circuit ( and oscillogram )
Circuit de Mesure de VCEQgys et oscillogramme

horizontal
Rb scope

50 Hz
L=25mH

2000000

vertical

N—=® scope

L* 0 w50 v

0—-10 Vj

common

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms )
Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes

1) tp
IB1
T — t
182
Ic
90 %4« — — —-/f— ——————
o — — +—— - — ]
10 % ‘ 7 N
d tr ts tf
ton toff |
———ta
4/8

876

T : > VCEOsus

The sustaining voltage VCEOsus is
acceptable when the trace falls to
the right and above point A.

La tension VegQgys est acceptable
lorsque la trace passe au dela du
point A.

Vee =150V
Rp =40 Q
Re =125

IB1 and Ig2 are measured with
TEKTRONIX probe P 6021 and
amplifier type 134.

/g1 et 1g2 sont mesurés avec une
sonde TEKTRONIX P 6021 et
amplificateur type 134.

Re, Rp @ non inductive resistors

tp

: pulse width = 10 us
duty cycle<1%
rise and fall times < 50 ns

Re, Rp . résistances non inductives

o

2 largeur d’impulsion = 10 us
facteur de forme <1 %
temps de montée et de descente < 50 ns



SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BUX 54
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BUX 54

FIGURE 3

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

IC [To280%¢ Pt

g o]
-
16 P ///Lm b | —
E e —
" 1
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12 A //
! / //
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FIGURE 5

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur
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FIGURE 4

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension
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FIGURE 6

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur
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FIGURE 7
-
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de Ia tension base-
émetteur
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FIGURE 9

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
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BUX 54

FIGURE 8

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Tension base-émetteur en fonction du
courant collecteur
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FIGURE 10
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation bese-éme'tteur en
fometion du courant colk
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BUX 54

FIGURE 11

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base
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FIGURE 13
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du
courant collecteur
t
us) Vec 150V
6 181 =— 182
14 < Ic/lg=8
4 o Tease 25 °C
[~
\\‘ |
N
Nt
2 <1
100
<o 4
6 A7 -
> o = bl
M \' /‘ 1
N
2
10!

0 02040608 1 1,214 Ic (A)

8/8
880

FIGURE 12

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréquence de transition en fonction du
courant collecteur
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FIGURE 14

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
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BUX 69

DIVISION SEMICONDUCTEURS
FAST SWITCHING NPN TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN DE COMMUTATION RAPIDE
ADVANCE INFORMATION
4 N )
SUPERSWITCH VCEO sus 90V
VCEX 180V
High current, high speed
transistor suited for use IC sat 20A
on 24 and 48 V mains. tf <0,3us
DC/DC and DC/AC converters.
High efficiency converters. \ J
Motor controls.
High frequency converters.
~ R
Transistor rapide fort courant
adapté a I'utilisation sur réseaux 24
et 48 V. Convertisseurs continu-
continu. Continu alternatif.
Convertisseurs a haut rendement. B
Commande de moteurs. ¢
Convertisseurs haute fréquence.
C
k Boxer  TOP3(CB244)
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 90 v
Collector-base voltage
Tension collecteur-base veeo 180 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 7 v
Collector current | 30
Courant collecteur tp<10ms c IcM 40 A
Base current 1 6
Courant base tp< 10ms B IBM 10 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Pto‘ 125 w
Storage and junction temperature Tj 175
\J empérature de jonction et de stockage Tstg —65 +175 °c J
Junction case thermal resistance .
‘ Résistance thermique jonction boitier Rth(j-c) 12 CIW j
50 P Pi Timbaud - B.P.6 Février 1981 1/2
, rue Jean-Pierre Ti ud - B.P.
F-92403 Gourbevoie Cedex FRANCE 7)) THOMSON-CSF 881

Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BUX 69

ELECTRICAL CHARACT! ERISTICS - CARA CTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. | MAX. UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACT! ERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE

VCEO sus 90 v Ic=200mA Ig=0 L=25mH
V(BR) EBO 7 \ IE=50mA, Ic=0
1 Tcase = 25°C
ICEX mA VCE= 180V -VBg=1,5V
5 Tcase = 125°C
lEBO 1 mA VEB=5V Ic=0 .

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

06 | 1,2 v Ic=12A IB=12A
VCE sat*

1,25 1,6 v Ic=20A IB=25A
VBE sat* 1,7 | 25 v Ic=20A IB=25A

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr 8 MHz f=10MHz VCg=15V Ic=1A

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On resistive load - Sur charge résistive

ton 08 |15
Vcc=50V Ic=20A
ts 055 1 us IB1=—IB2=25A
t 02203
*Pulses Unless otherwise stated

th=300ps 21<2% Tcase = 25°C

Impulsions Sauf indications contraires
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BUX 70

DIVISION SEMICONDUCTEURS
FAST SWITCHING NPN TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN DE COMMUTATION RAPIDE
ADVANCE INFORMATION
a2 N " )
VCEOsus 125V
VCEX 250V
High current, high speed
transistor suited for use IC sat 15A
on 24 and 48 V mains. t <
DC/DC and DC/AC f S04us
converters.
High efficiency converters. g
Motor controls.
High frequency converters.
— )
Transistor rapide fort courant
adapté a I'utilisation sur réseaux 24
et 48 V. Convertisseurs continu-
continu. Continu alternatif.
Convertisseurs a haut rendement.
Commande de moteurs.
Convertisseurs haute fréquence.
Case
TOP 3 (CB 244)
Boitier
N\ J _J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) e )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case
T
Collector-emitter voltage !
Tension collecteur-émetteur v CEO 125 i v
Collector-base voltage |
Tension collecteur-base Vceo 250 | v
T
Emitter-base voltage |
Tension émetteur-base VEBO 7 | v
Collector current | 20
Courant collecteur tp<10ms ¢ IcMm 28 A
Base current | 4
Courant base tp<10ms B IBM 7 A
Power dissipation p 125 w
Dissipation de puissance tot
Storage and junction temperature Tj 175
\_Temperature de jonction et de stockage Tstg | -65 +175
l Juvncnon case thefmal reS|st‘ance ) Rth(j«c) 1,2 °C/W j
Resistance thermique jonction boitier

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560

Janvier 1981 - 1/2
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BUX 70

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP.

MAX.

UNIT

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARA

CTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE

VCEO sus 125 Y Ic=200mA Ig=0 L=25mH
V(BR) EBO 7 v IE=50mA, Ic=0
1 Tcase = 25°C
ICEX mA VCE = 250 V-VBE = 1,5V
5 Tcase =125 °C
IEBO 1 mA VEB=5V Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR

05|12 v Ic=10A IB=1A
VCE sat*
1,116 \ Ic=15A Ig=1,88A
VBE sat* 1.3 | 2 ' Ic=15A IB=1,88A
DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
fr 8 MHz f=10MHz VCE=15V Ic=1A
SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
On resistive load - Sur charge résistive
ton 08 |12 VCC =50V
ts 09 |12 us Ic=15A
tf 0,24 | 04 IB1=-IB2=1,88A

* Pulses

impuisions ‘P = 300 WS 2 <2%

2/2
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Saut indications contraires
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N THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BZV53A,B,.BZV54A.B

TEMPERATURE COMPENSATED VOLTAGE REFERENCE DIODES
DIODES DE-REFERENCE DE TENSION COMPENSEES EN TEMPERATURE

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

4 N ™\
Piot = 200 mW
Epi-Z ® voltage reference diodes intended €Yz max. +50.10°¢/°C +100.10/°C
for hybrid microcircuits. ) Vor
Diode de référence de tension Epi-Z ® des- 62V
tinées aux microcircuits hybrides. i
@ 75mA BZV 538 BZV53 A
64V | BzvssaB BZV 54 A
@ 05mA
- N\ -/
~ I
Marki Pi t
Type Maar:u:gge Brg‘cz:ge
Plastic pack.
T0-236 (CB-166) Botier plastioue
0,45 0,9 BZV53 A DA6
U
0.8 ,
2 ro,ns
 S—
0.5 max. B BZV538B DA7
1 N.C. K
{]
I .37% BZV 54 A DA8 A
!o 371, |
_E_ 0.43 l
0,5 max. 2,5 max.
BZV 54 B DA9
et 10,007,
N )
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb= +25°C )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Power dissipation (1) Peot 200 mwW
Dissipation de puissance
Junction temperature T, +150 °C
Température de jonction )
Storage temperature Tat —65, +150 °C
\_ Température de stockage 9 )
(1) Mounted on ceramic substrate
Monté sur substrat céramique 7x5x05 mm. 81-26 1/2
7> THOMSON-CSF
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 COMPOSANTS
203

F.- 92403 Courbevone Cedex FRANCE
NERN



BZV53 A,B,BZV54 A, B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES*

"zT Test t Av VT
VZT max @ IZT Tem;(sérateL:'r‘gse;aelrlw:::ure zr max
v) (mA) °c) max
Q) v) (10%/°¢)
BZV53 A 62+ 5% 15 75 -56,0, + 25 + 75 + 100 0,096 ~ +100
BZv 538 62+t 5% 15 75 -565,0, + 256 + 75 + 100 0,048 ~* 50
BZV54 A 64+ 5% 200 05 —55,0, + 25 + 75 + 100 0,099 ~ +100
Bzv548B 64 % 5% 200 05 -55,0, + 25 + 75 + 100 0,050 ~+ 50
* Tamb = 125°C  Unless otherwise stated — Sauf indications contraires
THERMAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES THERMIQUES
SYMBOLS UNITS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. | (\irEe TEST CONDITIONS — CONDITIONS DE MESURE
Rehii-a) 620 | cCW
Mounted on ceramic substrate 7x5%x05
Monté sur substrat céramique 2 mm
Rinij-sR) 400 | ccw

**R. Junction to substrate thermal resistance
th(j-SR) L1'¢ rate t "
Résistance thermique jonction-substrat

T T TR £ s e B
mvV (mV)
S S
L lr=05mA __’_%\l‘:”‘ e — 1,y =75mA /‘;\?I/
50 54 B 50
/ [YA] y 538
BZ -
,/ | // P
—1 T |
0 0 <
\\\ 82y, \\ 82y 5,
N %8 N T
50 . 50 851
8 N2
~Vs. p N 4
100 100
50 0 50 100 T, c0 50 0 50 100 T, 0

REGULATION VOLTAGE VARIATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE
VARIATION DE LA TENSION DE REGULATION EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE AMBIANTE

Note : The voltage reference diodes are characterized by the box method. The maximum allowable voltage change
AVZ is guaranteed between any two temperatures within the range page 1. Tests are performed at the indicated

temperatures and the specified current.

Les diodes de référence de tension sont caractérisées selon la méthode dite "box method". La variation maximale
AVZ est garantie entre deux quelconques des températures du domaine indiqué page 1. Des mesures sont effectuces

aux températures et au courant spécifiés.
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